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Die folgenden Angaben aind den vom AnmeMer efngerelchten Unteriagen entnommen 

Pruf ungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

(§) Verfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung fur ein Bauelement 

© Bei oinsm Varfahren zum Erzeugen einer Schutzabdek- 
kung fur ein Bau element, bei dem Bin Substrat (102) vor- 
gesehen ist, welches das Bauelement umfasst, wird zu- 
nachst eine Opferatruktur auf dem Substrat (102) erzeugt 
Die Opferatruktur bedeckt zumindest einen Bereich des 
Substrata (102), welcher das Bauelement umfasst. An- 
schlleCend wird elne Polymerschlcht (1 06) abgeschleden, 
die zumindest eina Opferstruktur umfasst. Dann wird sine 
6ffnung (108) In der Polymerschlcht (106) geblldet, um ei- 
nen Abschnftt der Opferstruktur frefzulsgen. Anschlle- 
Oend wird die Opferstruktur entfemt und die gebftdete 
Offhung (108) In der Polymerschlcht (106) wird verschlos- 
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Bescbreibung 

[0001] Die vortiegende Brfindung bczicht sich auf ein 
Verfahren zum Erzcugcn cincr Schutzabdeckung fur cin 
Bau eJement, und insbesondere auf die Eizeugung einer 
Schutzabdeckung Kir Bauelegiepto, die Bereiche enthallen, 
deren Funktion durch Spritzguss-Oehause beeintrachugt 
wOrde, wie beispielsweise BAW-Filler (B AW = Bulk Acou- 
stic Wave = akustiscbe \blumenweUe), Resonatoien, Senso- 
ren und/oder Aktaren. Insbesoadere bezieht rich die vorlie- 
gende Brfindung auf ein Vcrfahrcn zum Brzeugen eincr sol- 
cbcn Schutzabdcckung fur die Bauelemcnte auf Wafer- 



[0002] HerkSumilicherweise werden Bauelemente auf 
und/oder in einem Substrat crzeugt, wobci nach der Fcrtig- 
stellung des Bau elements das Substrat, welches das Bauele- 
ment umfasst, in einem Spritzguss-Gehause gescbiitzt ange- 
ordnet wird. Bei dieser Anordnung, ist das Substrat und das 
Bau element zuxnindest im Bereich des Bauelements voll- 
s tan dig in das Material des Spritzguss-Gchauses eingebetteL 
Dies© \brgehensweise ist fur Bauelemente nachteilhaft, de- 
ren Funktioo durch dieses Material beeintracbiigt wird, die 
also fur cine ordnungsgemfiBe Funktionsfahigkeit eincn 
Fredraum benotigen, wie dies beispielsweise bei den oben 
erwfihnten BAW-Filtern, Resonatoren, Sensoren und Akto- 
ren erfbrderiicb ist 

[0003] Bin Ansatz, der im Stand der lechnik bekannt ist, 
urn diese Problematik mit Spritzguss-Gchausen zu losen, 
besteht darin, ein "Gegensubstrat" vorzusehen, in das eine 
enlspiechende Offhung eingebracht ist, so dass beim Zu- 
sammenfQgen des Bauelementsubstrats und des Gehause- 
substrats der Hohlraum im Bereich des Bauelements in dem 
Bauelementsubstrat angeordnet ist, so dass hier keine Be- 
eintrachtigung der Funktiooalitat des Bauelements mehr 
auftritt Auf Wafer-Ebene wird entsprechend ein Wafer mit 
den entsprechenden Strukturcn fur die Bauelemente crzeugt 
(Systemwafer), der mit einem zweiten Wafer (Deckelwa- 
fer), der entsprecnende Gruben und Locher aufweist, die 
beispielsweise durch Atzcn desselben hcrgestellt wurden, 
verbunden wird, beispielsweise durch eincn BoodAbrgang. 
Auf diese Art und Weise werden die Gruben des zweiten 
Wafers Hohlraume flber den empfindlichen Strukturen des 
ersten Wafers bilden, wobei durch die Locher im zweiten 
Wafer die Anschluss stellen (Kontaktpads) des ersten Wafers 
zuganglich sind. Hierdurch werden die empfindlichen 
Strukturen geschutzt 

[0004] Alternadv zu den gerade beschriebenen \farge- 
hensweisen kann auch ein KeramikgehSuse verwendet wer- 
den. 

[0005] Der Nachteil der oben beschriebenen, be kann ten 
Losungen zur Sicherstellung der Funktionsfahigkeit der 
Bauelemente besteht darin, dass hier stets ein zweites Sub- 
strat bzw. ein zweiter Wafer zu stzukturieren ist, was eine 
von dem ersten Wafer getrennte Prozessierung und Bearbei- 
tiing erfbrderlich macht Dies funrt zu einer sehr aufwendi- 
gen Gesammerstellung und erhoht ferner die Anforderungen 
hinsichtlich der erforderlichen ProzessgenauigkeiL 
[0006] Ausgehend von diesem Stand der lechnik liegt der 
vorliegenden Erflndung die Aufgabe zugrunde, ein verein- 
fachtcs Verfahren zum Brzeugen einer Schutzabdcckung fur 
Bauelemente zu schaffen, welches auf einfache Art und 
Weise die Brzeugung einer Schutzabdcckung ermoglicht, 
ohne dass eine getrennte Prozessierung weiterer Wafer und/ 
oder Substrate erforderlich ist 

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren gemaB 
Anspruch 1 gelost 

[0008] Die vorliegende Brfindung schafft ein Verfahren 
zum Erzcugcn einer Schutzabdcckung fur ein Bauelement, 



wobei ein Substrat vorgesehen ist, welches das Bauelement 
umfasst, wobei das Verfahren folgende Schritte umfasst 

(a) Brzeugen zumindest eincr Opferstruktur auf dem 
S Substrat, wobei die Opferstruktur zumindest einen Be- 
reich des Substrats bedeckt, welcher das Bauelement 
umfasst; 

(b) Abscheiden einer Polymer schicht die zumindest 
eine Opferstruktur umschlieBt; 

10 (c) Bilden zumindest einer Offhung in der Polymer- 
schicht, urn eincn Abschnitt der Opferstruktur frcizule- 
gen; 

(d) Entfernen der Opferstruktur, und 

(e) "VferschlieBen der in der Polymerschicht gebildeten 
15 Offhung. 

[0009] Der vorliegenden Erflndung liegt die Erkenntnis 
zugrunde, dass auf die im Stand der lechnik bekannte auf- 
wendige Art und Weise der Brzeugung von Schutzabdek- 

20 kungen fur Bauelemente verzichtet werden kann, indem die 
Brzeugung der Schutzabdcckung in den "lanfenden* Her- 
steUungsprozess fur die Bauelemente einbezogen wird. Der 
Hohlraum fiber einem empfindlichen Bereich eines Bauele- 
ments wird unter Vcrwcndung eines Opferschichtprozesscs 

25 und eines Verschmssprozesses mit verschiedenen Polymer- 
materialien erzeugt Die Endfestigkeit dieses "on-chip" 
Deckels ist ausreichend groB, um eine weitere Vferarbeitung 
in Standard Packaging- Verfahren, also Verfahren bei denen 
die Chips in Gehause eingebracht werden, zu verwenden. 

30 [0010] GemaB einem bevozzugten Ausfunrungsbea spiel 
der vorliegenden Branching, wird das erfindungsgem&Be 
Verfahren auf Wafer-Ebcne angewandt, um so auf einfache 
Art und Weise die Brzeugung einer Schutzabdcckung ge~ 
raMB dem erflndungsgemMfien 'Verfahren fur eine Vielzahl 

35 von in dem Wafer gebildeten Bauelementen zu ermoglichen. 
[0011] Bevorzugte Weiterbildungcn der vorliegenden An- 
rneldung sind in den Untaeranspril chen definiert 
[0012] Nachfblgend werden anhand der beiUegenden 
Zeichnungen bevorzugte AusfUhrungsbeispiele der vorlie- 

40 gen den Brfindung naner erlautert Bs zeigen: 

[0013] Big. 1 die Darstellung eines Bauelements mit 
Schutzdeckel, welches gemaB einem ersten AusfUhrungs- 
beispiel der vorliegenden Erflndung hergesteUt wurde; 
[0014] Fig. 2A-2H die einzelnen Herstellungs schritte des 

45 erfindungsgemaBen \ferfahrens gemaB einem ersten Aus- 
flihrungsbeispiel; und 

[0015] Fig. 3A-3C die HersteUungsschritte des erfin- 
dungsgem&Ben Verfahrcns gemaB einem zweiten AusfUh- 
rungsbeispiel 

50 [0016] In der nachfolgenden Beschreibung der bevorzug- 
ten Ausfunrungsbeispiele der vorliegenden Brfindung wer- 
den fur die in den verschiedenen Zeichnungen dargestellten, 
aanh'chen Blemente gleiche Bezugszeicnen verwendet 
[0017] Anhand der Fig. 1 ist ein Element 100 gezeigt, 

55 welches gemaB einem AusfUhrungsbeispiel der vorliegen- 
den Brfindung hcrgestellt wurde. 

[0018] Bei dem in Fig. 1 gezeigten AusfUhrungsbeispiel 
ist ein Substrat 102 vorgesehen, welches einen Bauelement- 
bereich 104 umfasst In dem Bauelementbereich 104 des 

60 Substrats 102 ist das Bauelement gebildet, fur welches eine 
Schutzabdeckung gemaB dem erfindungsgemaBen Verfah- 
ren zu erzeugen ist Bei dem Bauelement kann es sich um 
ein voUstandig innerhalb des Substrats 102 angeordnetes 
Bauelement handeln, oder um ein Bauelement, welches tcil- 

65 weise an einer Obcrflachc des Substrats 102 frci Liegt Im Zu- 
sammenhang mit der variiegenden Brfindung ist der Be griff 
Substrat so zu verstehen, dass dieser bereits die fertig pro- 
zessierten Bauelemente enthalt, und zur Vcrcinfachung der 
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Darstellung ist in den Figuren lediglich schematise!) ein 
Bauelementbereich angedeutet, ohne auf die genaueie 
Struktur dcx einzelnen Bauelemente cinzugchcn. Bci den gc- 
nannten Bauelemcnten handelt es sich beispielsweise urn 
BAW-FUter, Resonafcoren, Sensoren und/oder Aktoren. 5 
[0019] GemSB der vorliegenden Erfindung wild zunachst 
cine, in Fig* 1 nicht mehr zu sehende Opferstruktur auf dem 
Substrat 102 aufgebracht, die zumindest den empfindlicben 
Bereich des Bauelementbereichs 104 bedeck! hat. Erfin- 
dungsgemMfi wurde anschliefiend eine Polymerschicht 106 10 
erzeugt die die Opferstruktur zumindest umschliefiL In der 
Polymcrschicht 106 wurde eine Ofmung 108 gebildet urn 
einen Abschnitt der Opferstruktur freizulegen, Anschlie- 
fieod wurde die Opferstruktur entfernt so dass sich der in 
Fig- X gezeigte Hohlraum 110 uber dem Bauelementbereich 15 
104 ergeben haL AbschlieBend wurde die Offnung 108 ver- 
schlossen, bei dem in Fig. 1 dargestellten A u s fiihru ngsbei- 
spiel durch Aufbringen einer weiteren Poly merschic h 1 112 
auf der ersten Polymer schicht 106. 

[0020] ErfindungsgemaB werden die im Stand der lechnik 20 
auftretenden Problems dadurch gelost, dass auf die Verwen- 
dung eines weiteren Substrata bzw. eines weitexen Wafers 
verzicbtet winL Stattdessen wird eine Opferschicht, bei- 
spielsweise ein photostrukturierbarer Resist, auf dem Sub- 
strat/dem Wafer 102 aufgetragen und anschliefiend struktu- 25 
riert, so dass die Opferschicht lediglich in den Bereichen, 
die sparer durch die Schutzabdeckung geschutzt werden sol- 
len, zuriickbleibL Die Opferschicht wird darm mil der Poly- 
merscbicht 106 uberzogen, so dass die Opferschicht voll- 
standig damit bedeckt ist Hierbei ist darauf zu achten, dass 30 
ein gegebenenfalls ftir eine Strukturierung der Polymer- 
schicht eingesetztes LosungBmittel die Opferschicht nicht 
an- oder auflost Femer ist die erste Polymersc hicht 106 mil 
einer Dicke aufzubringen, welche eine groBe Endfestigkeit 
und Harte aufweist Als Material fur die Polymerschicht 35 
kommt beispielBweise SU-8 der Firma MicroChem, USA in 
Betracht Vorzugsweise betragt die Dicke der aufgebrachten 
ersten Polymcrschicht 106 werriger als 20 um. Die Polymer- 
schicht wird dann strukturiert und Uber der Opferschicht mit 
einigen Lochem 108 verschen, so dass durch diese Locher 40 
hindurch die Opferschicht aufgelSst werden karm. Im Zu- 
sammenhang mit der Auflosung der Opferschicht ist jedoch 
sichcrzustellen, dass das bier verwendete L5sungsmittel das 
Material der Polymerschicht weder anlost noch ganz auflost 
[0021] GemHB einem bevoczugten Ausfuhrungsbeispiel 45 
der vorliegenden Erfindung werden anschliefiend die sich 
ergebenden Strukturen, welche den dicken Schutzlack (Po- 
lymerschicht) aufweiscn, getrocknet Sofem die entstande- 
nen Hchlrflume 110 empfindlich sind und beim Trockmvor- 
gang dazu neigen, anzukleben (sticking), so kann auch ein SO 
Trockcnvcrfahren in einem Oberkritischen-Punkt-Tlockner 
gewfihlt werden (SCPD = Super Critical Point Dryer). 
[0022] Wie bei dem in Fig. 1 daigestellten Ausfuhrungs- 
beispiel wind dann die sich so ergebende Schutzstruktur mit 
der weiteren Polymerschicht 112 Obeizogen, und gegebe- ss 
ncnralls vollstandig von dcrselbcn cmgeschlosscn. Die Ma- 
teri alien der ersten Polymerschicht und der weiteren Poly- 
merschicht kdnnen gleich sein. Die weitere Polymerschicht 
sollte ebenso als dicke Schicht aufgetragen werden, vor- 
zugsweise mit einer Dicke von weniger als 20 um. Dies 60 
stellt si chen dass am Ende des Prozesses die Schichtfolge 
mit ausieichend groBer Harte und Endfestigkeit vorliegt 
AbschlieBend erfolgt gemflfi einem weiteren Ausfuhrungs- 
beispiel eine Strukturierung der weiteren Polymerschicht 
(Yerschlussschicht), um Kontakt-Pads (Anschlussflachen) 65 
und, im Fall von Wafern, Sagelinien freizulegen. 
[0023] Hinsichtlich der Opferschicht ist festzuhalten, dass 
diese im eirifachsten Fall ein Photolack sein karm. Altemativ 
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kann die Opferschicht jedoch auch aus Metall, z. B. Kupfer, 
Titan, Aluminium, oder aus einem Oxid, beispielsweise Si- 
liziurndioxid (SiO^), gebildet sein. 

[0024] Altemativ zu der oben beschriebenen Yerschluss- 
technik der Locher 108 (siehe Fig. IX kann am telle der wei- 
teren Polymerschicht 112 auch eine auflaminierte, photo- 
Btrukuirierbare Folic verwendet werden. 
[0025] GemSfi einem weiteren Ausfuhrungsbeispiel, kann 
der Verschluss der Offnungen mittels Metallpaste, z. B. 
durch Siebdruck, erfolgen, was insbesondere in Kombina- 
tion nrit r^p-Chip-Bumps (Bumps = Kontakthocker) vor- 
teilhaft ist 

[0026] Nachfolgend wird an hand der Fig. 2 ein erstes , be- 
vorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
nSher beschrieben, bei dem eine Mehrzahl von Bauelemen- 
ten auf einem Wafer mit einer Schutzabdeckung versehen 
werden. Zur Vereinfachung der Darstellung werden in Fig* 2 
lediglich die relevanten Schrine zur Erzeugung der Schutz- 
abdeckung gezeigt nicht jedoch die in dem Wafer gebil de- 
ten Bauelemente. Fur die nachfolgende Beschreibung wird 
der Begriff "Wafer" unter anderem mit der Bedeutung ver- 
wendet, dass bier bereits alle erforder lichen Bauelemente 
fertig prozessiert sind. 

[0027] In Fig. 2A ist der Wafer 114 gezeigt, der eine erste 
Oberflache 114a und eine zweite Oberflache 114b, die der 
ersten Oberflache 114a gegenuberliegt, aufweist Auf der er- 
sten Oberflache 114a des Wafers 114 ist cine Opferschicht 
116 gebildet, beispielsweise aus einem Photolack, einem 
Metall oder einer Oxidschicht In einem ersten Verfahrens- 
schritt wird nun unter Verwendung einer Maske 118 die Op- 
ferschicht 116 belichtet wie dies durch die in Fig* 2A ge- 
zeigten Pfeile angedeutet ist Durch die Maske 118 werden 
diejenigen Bereich deflniert welche nachfolgend tiber den 
empfindlichen Bereichen des Wafers 114 verbleiben sollen. 
Nachfolgend zu der Belichtung wind die Opferschicht 116 
strukturiert, beispielsweise durch Entwickeln der Opfer- 
schicht, so dass sich die in Fig. 2B dargestellte Struktur be- 
stehend aus dem Wafer 114 und bestehend aus zwei ober- 
halb der empfindlichen Bereiche der Bauelemente in dem 
Wafer angeordneten Opferstrukturen 116a und 116b ergibt. 
Anschliefiend wird die so strukturierte Opferschicht 116 mit 
einer ersten Polymerschicht 106 uberzogen, indem diese auf 
die erste Oberflache 114a so wie auf die Opferstrukturen 
116a und 116b aufgebracht wird, wie dies in Fig. 2C gezeigt 
ist Vorzugsweise wird die erste Polyrnerschicht 106 mit ei- 
ner Dicke von weniger als 20 um auf dem Wafer 114 abge- 
schieden. 

[0028] In einem nachfolgenden Schritt (siehe Fig. 2D) 
wird unter Verwendung einer weiteren Maske 120 die Poly- 
merschicht 106 belichtet Die Maske 120 deflniert Bereiche, 
in denen sp&ter Offnungen in der ersten Polymerschicht 106 
zu den Opferstrukturen U6a und U6b gebildet werden, und 
femer werden durch die Maske 120 zus&zlich Anschlussfla- 
chenbereiche so wie Sagelinien fur eine spatere \fereinze- 
lung des Wafers in Einzelelemente deflniert Die durch die 
Maske 120 definierten, freiliegenden Bereiche der Polymer- 
schicht 106 werden durch die Belichtung vemetzt Die 
rricfat-vemetzten Bereiche der Polymerschicht 106 werden 
in einem nachfolgenden Entwicldungsschritt entfernt, so 
dass sich die in Fig. 2E gezeigte Struktur ergibt. Wie zu er- 
kennen ist, wurde die erste Polymerschicht 106 strukturiert 
so dass nun die Offnungen 108a gebildet sind, die einen Tbil 
der Opferstrukrur 116a treilegen. Ebenso wurden die Off- 
nungen 108b erzeugt welche einen Tcil der Opferstruktur 
U6b frcilegen. Zusfitzlich wurde eine SSgelinic 122 ebenso 
wie ein Anschlussbereich 124 auf dem Wafer 114 freigelegt 
Ober den Anschlussbereich 124 erfolgt spater eine Kontak- 
tierung der in dem Wafer erzeugten Bauelemente. 
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[0029] "Ober die in der Polymerschicht 106 erzeugten Lo- 
cbcr 108a und 108b wild die darunterliegende Opferstruktur 
116a bzw. 116b herausgclSst, und so die in Fig. 2F darge- 
stellten Hohlraume 110a, 110b erzeugt. 
[0030] Urn die Offhungen 108a und 108b zu verschlieflen, 
wird auf die in Fig. 2F daigestellte Struktur bei dem darge- 
stelltcn AusfQhrungsbeispiel cine weitere Polymerschicht 
112 abgeschieden, wie dies in Fig. 2 G gezeigt isL Die wei- 
tere Polymerschicht 112 ist bei dem gezeigten Ausfuhrungs- 
beispiel aus dem gieichen Material hergestellt wie die erste 
Polymerschicht 106, kann jedoch bei anderen AusfUhrungs- 
beispielen auch durch ein anderes Material gcbildet seux 
Wie zu erkennen ist, wird durch das Aufbringen der weite- 
ren Polymerschicht 112 ein Verse hi uss der Orrhungen 108a 
und 108b erreicht In einem anschlieBenden Schritt wird un- 
ter Verwendung einer dritten Maske 126 die weitere Poly- 
merschicht 112 strukturiert, wobei die dritte Maske 126 die 
bereits der anhand der Fig, 2B beschriebenen Anschlussbe- 
reiche 124 und S&gelinie 122 definierL Die belichteten Be- 
reiche der weiteren Polymerschicht 112 werden vernetzt, 
und die nicht-vernetzten Bereiche werden in einem nachfol- 
genden Entwiddimgsschritt entfemt, so dass sich die in Fig. 
2H dargestellte abschlie&ende Struktur des Wafers ergibt 
[0031] In einem weiteren, nicht dargestellten Verfahrens- 
schritt kann der Wafer 114 dann auch noch vereinzelt wer- 
den, urn so die Einze [elements zu erzeugen. Diese Binzel- 
elemente werden dann kontaktiert und in entsprechenden 
Gehausen angeordnet 

[0032] Hinsichtlich der oben beschriebenen Strukturie- 
rungsschiitte ist darauf krinzuweisen, dass beim Strukturie- 
ren der erst en Polymerschicht 106 das doit eingesetzte L5- 
sungsrniuel so gewanlt sein sollte, dass es zu keiner An- 
bzw. Aufldsung des Materials der Opferschicht kommt 
Ebenso ist beim Entfernen der Opferschicht sicherzustellen, 
dass das dort eingesetzte Losungsmittel das Polymermate- 
rial der ersten Polymerschicht 106 nicht an- oder auflQst 
[0033] Nachfotgend wird anhand der Fig. 3 ein zweites 
Ausfiihrungsbeispiel des erflodungsgetnaBen Verf aniens an- 
hand der Herstellung einer Schutzabdeckung fur ein Bauele- 
ment auf einem Substrat nSher erlSutert In Fig. 3A ist eine 
Struktur gezeigt, die sich nach dem Offhen der ersten Poly- 
merschicht ergibt In Fig. 3A ist ein Substrat 102 gezeigt, in 
dem schematisch ein aktiver Bereich 104 eines darin ange- 
ordneten Bauelements gezeigt isL Die Opferschicht 116 ist 
hi ex z. B. aus Kupfer hergestellt und auf einer ersten Ober- 
flache 102a des Substrata angeordnet, und (iberdeckt den ak- 
tiven Bereich 104 des in dem Substrat umfassten Bauele- 
ments. Femer ist eine Anschlussmetallisierung 126 auf der 
ersten Oberflache 102a des Substrate 102 gebildet, die hier 
vorzugswedse aus dem gieichen Material, namlich Kupfer 
(Cu), wie die Opfcrschicht/Opferstruktur 116 gebildet ist 
Dies hat den Vorteil, dass durch das Abscheiden und Struk- 
turieren eine Kupferschicht gleichzeitjg die Opferstruktur 
116 und die Metallisierung 126 gebildet werden. Auf der 
Anschlussmetalliaierung 126 ist eine erste UBM 128a SS 
(UBM = Under Bump Metallisierung = Untermetallisierung 
fur das Lotmaterial), z. B, aus Gold (Au), gebildet Femer ist 
auf einem Abschnitt der Opferschicht 116 eine zweile UBM 
128b, z. B. aus Gold (Au), gebildet Die zweite UMB 128b 
erstreckt sich, wie in Fig. 3 A gezeigt ist, von einer dem Sub- » 
strat 102 abgewandten Oberflache der Opferschicht 116 auf 
die erste OberflMche 102a des Substrata 102. Um ein spate- 
res Entfernen der Opferschicht 116 zu ermoglichen, weist 
die zweite UBM 128b eine Offnung 130 auf, welche die Op- 
ferschicht 116 freilegt Wie femer zu erkennen ist, umfasst 65 
die erste Polymerschicht 106 im Bereich der UBMs 128a 
und 128b Offhungen 108a und 108b. 
[0034] In einem nachfolgenden Vcrfahrens schritt wird die 
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Opferschicht 116 durch Anwenden eines Ldsungsmittels auf 
dieselbe entfemt, wobei lediglich die Opferschicht 116 auf- 
grund der Offnung 130 entfemt wird, nicht jedoch die Me- 
tallisierung 126, welche durch die erste UBM 128a ge- 
S schfltzl ist Die Offhungen 108a und 108b werden bei dem in 
fig. 3 gezeigten Ausfiihrungsbeispiel durch eine Lotpaste 
132a, 132b verschlossen, wie dies in Fig. 3B gezeigt ist, in 
der auch der sich ergebende Hohlraum 110 oberhalb des ak- 
tiven Bereichs 104 des Bauelements des Substrats 102 ge- 
10 zeigtist 

[0035] Fig. 3C zeigt eine Aufeicht der in Fig. 3B gezeig- 
ten Struktur und verdeutlich nochmals die durch die Opfer- 
schicht 116 freigelegten Bereiche. Genauer gesagt ist in Fig. 
3C der gestrichelt gezeigte Bereich derjenige, der durch die 
15 Opferschicht 116 freigelegt wircL 

[0036] Ober die Anschltlsse 128a und 128b erfolgt eine 
entsprechende Kontaktierung des Bauelements in dem Sub- 
strat nach auBen* Die Ldtpaste kann beispielsweise durch 
das bekannte Reflow- Verfahren aufgebracht werden, nacb- 
20 dem die Opferschicht freige&tzt wurde. 

[0037] Obwohl oben bevorzugte Aiisftforungsbeispiele 
der vorliegenden Erfindung erliiutert wurden, ist die vorlie- 
gende Brfindung nattirlich nicht hierauf beschrSnkt 
[0038] Anstelle der beschriebenen Polymermaterialien 
25 kttnnen auch andere geeignete Materialien wie beispiels- 
weise abgesctnedene S chic h ten aus SiHziumnitrid, Silizium- 
oxid, Metalle, MetaUverbindungen. 

[0039] Die Dicke der aufgebrachten Polymermaterial- 
schicblen liegt vorzugsweise zwischen 1 um und 100 jum. 
30 Weitertiin vorzugsweise liegt die Dicke der aufgebrachten 
Polymennaterialschichten zwischen 1 um und 20 um. 

Bezugszeichenliste 

35 100 Element 
102 Substrat 
104 Bauelementhereich 
106 Polymerschicht 
108, 108a, 108b Ofmung 
40 110, 110a, 110b Hohlraum 
112 weitere Polymerschicht 
114 Wafer 

U4a erste Oberflache des Wafers 
114b zweite Oberflache des Wafers 
45 116 Opferschicht 

116a, 116b Opferstruktur 
118, 120 Maske 
122 Sagelinie 
124 Anschlussbereich 
50 126 Anschlussmetallisierung 
128a, 128b UBM 
130Ofmung 
132a, 132b Lotpaste 

Patentanspriiche 

1. Ycrfahren zum Erzeugen einer Schutzabdeckung Rir 
ein Bauelement wobei ein Substrat (102; 114) vorgese- 
hen ist, welches das Bauelement umfasst wobei das 
Verfahren folgende Schritte umfasst: 

(a) Erzeugen zumindest einer Opferstruktur 
(116a, 116b) auf dem Substrat (102; U4), wobei 
die Opferstruktur (116a, 116b) zumindest einen 
Bereich des Substrats (102; 114) bedeckt, welcher 
das Bauelement umfasst; 

(b) Abscheiden einer Polymerschicht 0-06), die 
zumindest die zumindest eine Opferstruktur 
(116a, 116b) umschUefit; 
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(c) Bilden zumindest einer Offhung (108; 108a, 
108b) in der Polymerschicht (106), um eincn Ab- 
schnitt der Opfcrstruktur (116a, 116b) frcizulcgcn; 

(d) Entfernen der Opfcrstruktur (116a, 116b); und 

(e) VerschlieBen der in der Polymerschicht (106) 5 
gebildeten Offnung (108; 108a, 108b). 

2. Verfahren nach Anspruch 1, bci dem der Schritt (c) 
folgende Schritte umfasst: 

(c.l.) Belichten der Polymerschicht (106) unter 
Verwendung einer Maske (120), um vemetzte Bo- 10 
reiche der Polymerschicht (106) zu erzeugen, wo- 
bci die Maske (118) zumindest cine Offiiung 
(108a, 108b) definiert; und 

(c.2.) Entfernen der nicht-vemetzten Beieiche der 
Polymerschicht (106). is 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , bea dem die Schritte (b) 
und (c) folgende Schritte umfassen: 

(b.l.) Abscheiden der Polymerschicht (106) auf 
dem Substrat (102; 114) und auf der Opfcrstruktur 
(116a, 116b); 20 
(c.l.) Belichten der Polymerschicht (106) unter 
Verwendnng einer Maske (120), die die zumindest 
cine Offhung (108; 108a, 108b) in der Polymer- 
schicht (106) und eincn die Opferstruktur (116a, 
116b) umgebenden Bereich der Polymerschicht 25 
(106) definiert, wobei das Belichten der Polymer- 
schicht (106) vemetzte Bereiche in der Polymer- 
schicht (106) erzeugt; und 

(c.2) Entfernen der nicht-vemetzten Bereiche der 
Polymerschicht (106). 30 

4. Verfahren nach Anspruch 3, bci dem die Maske 
(120) femer einen freiliegenden Anschluss bereich 
(124) fur das Bauelement definiert, der durch das Ent- 
fernen der mcht-vernetzten Bereiche der Polymer- 
schicht (106) freigelegt wircL 35 

5. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 4, bet 
dem der Schritt (a) folgende Schritte umfasst: 

(a.1.) Abscheiden einer Opferschicht (116) auf 
dem Substrat (102; 114); und 
(a.2.) Strukturieren der abgeschiedenen Opfer- 40 
schicht (116), um die zumindest eino Opferstruk- 
tur (116a, 116b) zu erhalten. 

6. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei 
dem der Schritt (d) folgende Schritte umfasst: Atzen 
der Opferstruktur (116a, 116b) 45 

7. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem der Schritt (e) folgende Schritte umfasst: 

(e.1.) Aufbringen einer weiteren Polymerschicht 
(112) auf der sich nach dem Schritt (d) ergebenden 
Struktur; und » 
(e>2.) Strukturieren der weiteren Polymerschicht 
(112) derart, dass die weitere Polymerschicht 
(112) die im Schritt (e) abgeschiedene Polymer- 
schicht (106) bedeckt, wodurch die zumindest 
eine OfFnung (108a, 108b) in der ersten Polymer- SS 
schicht (106) durch das Material der zweiten Po- 
lymerschicht (112) verse hlossen wird. 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Polymer- 
schicht (106) und die weitere Polymerschicht (112) aus 
dem gleichen Material bestehen. 60 

9. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem der Schritt (e) das Auflaminieren und photo Lit ho- 
graphische Strukturieren einer Folie auf der sich nach 
dem Schritt (d) ergebenden Struktur umfasst, um die 
zumindest eine Ofmung zu vcrschlieBen. 65 

10. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 6, bei 
dem der Schritt (e) das VerschlieBen der Ofmung 
(108a, 108b) durch eine Metallpaste (132a, 132b) um- 
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fasst 

11. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei 
dem die Opferstruktur (116a, 116b) aus einem Material 
hergestellt ist, das einen Pbotolack, cin Mctall oder ein 
Oxid umfasst 

12. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 10, bei 
dem die Polymerschicht (106) aus SU-8 besteht. 

13. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 12, bei 
dem das Bauelement ein BAW-Filter, ein Resonator, 
ein Sensor oder ein Aktor ist 

14. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 13, bei 
dem das Substrat ein Wafer (114) ist, der eine Mehrzahl 
gle ichor oder unteracMedttcher Bauelemente umfasst, 
wobei im Schritt (a) fiir jedes der Bauelemente ein Op- 
ferstruktur (116a, 116b) erzeugt wild, indem eine Op- 
ferschicht (116) auf dem Wafer (114) aufgebracht und 
stnikmriert wird, 

wobei im Schritt (b) und im Schritt (c) die Polymer- 
schicht (106) auf den Wafer (114) aufgebracht und 
strukturiert wird, um fur jedes Bauelement zumindest 
eine Ofmung (108a, 108b) zu schaffen, 
wobei im Schritt (d) alle Opferstrukturen (114a, 114b) 
entfernt werden, und 

wobei im Schritt (e) die Ofmungen (108a, 108b) ver- 
se hlossen werden. 

15. Verfahren nach Anspruch 14, bei dem der Wafer 
(114) abschlieSend in einzelne Elemente zertcilt wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, bei dem das 
Strukturieren der Polymerschicht (106) die Festlegung 
von TVennlinien (126) auf dem Wafer (114) umfasst 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 1 bis 16, bei 
dem die sich nach dem Schritt (d) ergebende Struktur 
vor dem Schritt (e) getrocknet wird. 
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